Efeito Hall

-
=



O que €?
Corrente (i)

+ —*
B
Y
X e e o e e e o e e e ks
)
e

Campo -
Magnétigo (B) - F’% 0.« « < &
i x—rxxxI}clx_’xXx_FXXXx
X xExlx e xvx = :cixox S

s B .

= ES kS ES kS ES kS ES kS ES kS ES kS ES

b Y kS Y kS Y kS Y kS Y kS Y kS Y

L =
ko = ko #
LM

s
k) = Xl

A separacao das cargas na lateral produzira um
campo eléetrico (uma forgca entre elas F,) e
consequentemente uma voltagem mensuravel entre
0s dois lados do condutor (reacéo ao campo
magnético).

Esta voltagem mensuravel é chamada de Efeito Hall, descoberta por Edwin H.
Hall em 1879.




Balanco de Forcas

A forca magnética sobre as cargas provoca a separacao destas estabelecendo uma
corrente perpendicular a direcéo de propagacao da corrente inicial.
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Esta corrente cessara quando o balanco de cargas, positivas e negativas crie uma forca
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elétrica que anule a forca magnética sobre as cargas.

F,=F ou qE=qVxB
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Voltagem (tensao) Hall - V,

Seja:

c = largura do condutor

e = espessura do condutor/semicondutor
A = a area da secao transversal

do condutor

n = densidade de portadores (no./vol.)
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O gue se pode determinar
medindo a tensao Hall?

Coeficiente Hall
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R, é constante para um dado material
Em metais a conducao é feita por elétrons:
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Medindo-se V, e ¢ pode-se obter n e u,, ou seja, a densidade de portadores e a
mobilidade destes.
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E em semicondutores?

Naqueles semicondutores em que a conducao é feita por buracos, o sinal

da voltagem Hall deve ser oposto daguele obtido em metais ou agueles
gue a conducao é feita por elétrons.

Mas em semicondutores a conducao e feita pelas duas cargas, porém ha
um tipo que é predominante. Poder-se-ia imaginar agora que a conducao
seria feita por uma mistura de elétrons e buracos



R, em um semicondutor

Gas de portadores de carga
no semicondutor
fracao x: elétrons

fracao (1-x): buracos.

n = densidade total de portadores:
Densidade de elétrons: x.n
Densidade de buracos: (1-x).n

Lembrando que os elétrons tém carga —e e os buracos tém carga +e.
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1
Ry = n(l - 2x)e Se x> 0,5; mais elétronse R, <0

Se x < 0,5; mais buracos e R, >0




